Oxido de zinco (ZnO) é um composto inorganico, com caracteristicas semicondutoras
(energia de band gap de 3,3eV), € muito estavel a altas temperaturas, absorve a radiacéo
ultravioleta (UV) e € insolivel em agua e na maioria dos alcodis. Recentemente, com o
desenvolvimento de técnicas para producdo deste 6xido com caracteristicas nanoestruturais,
novas aplicacdes vém sendo vislumbradas com o intuito de aproveitar as propriedades
optoeletrdnicas acentuadas, como por exemplo, em sistemas de protecdo contra a radiacdo UV
(aditivo funcional em polimeros, revestimentos protetores, filtros solares, materiais dentarios,
etc.), bem como no tratamento de efluentes organicos e como agente bactericida devido a sua
acdo fotocatalitica. Pesquisas também apontam para o uso deste material nanoestruturado na
confeccdo de células solares de o0xido sensibilizado, dispositivos eletrocromicos, filmes finos
condutores, entre outras potenciais aplicacdes. Dentre as inUmeras rotas processuais de ZnO
nanoestruturado a evaporacdo térmica aparece como uma técnica de interesse tecnoldgico
considerando a viabilidade de sintetizar um p6 nanoestruturado em larga escala através de um
processo direto. Este processo consiste em evaporar um precursor metalico (Zn), transportar
este gas ionizado até uma zona de oxidacdo para consequentemente formar e coletar o po
obtido. Com o controle preciso de pardmetros como fluxo de gases inertes e oxidantes assim
como da temperatura reacional € possivel controlar a producdo de nanoestruturas aciculares
de ZnO. Neste contexto esse trabalho avaliou a influéncia do fluxo de gas oxidante, como
parametro variavel, para obtencdo de estruturas e nanoestruturas de ZnO. O pé produzido foi
caracterizado, morfologicamente por microscopia eletronica de varredura e de transmissdo, a
area superficial das amostras foi determinada por adsorcdo de N2 pelo método de B.E.T., as
propriedades oticas foram avaliadas por espectrofotometria de absor¢do UV-Vis e os defeitos
na estrutura cristalina foram interpretados por espectroscopia de fotoluminescéncia de
excitacdo (PL). As amostras preparadas com baixo fluxo de gas oxidante apresentaram Zn
remanescente da sintese e baixa intensidade de absorcdo UV relativa. Também se constatou
por PL que, para obtencdo de nanoestruturas de ZnO com uma maior ou menor concentragao
de defeitos estruturais, existem condi¢bes processuais especificas ndo necessariamente

seguindo uma tendéncia linear com relacdo a variacao do fluxo de gas oxidante.



